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Abstract (en)
[origin: WO9116476A1] A large-diameter silicon single crystal manufacturing apparatus including a rotation-type quartz crucible, an electric
resistance heater, a quartz partition member having communication holes, a heat keeping cover, etc. The total sum A of the cross-sectional areas of
the communication holes formed in the partition member is between 80 and 100 mm<2> when the feed rate of starting material is between 30 and
50 g/min, not less than 130 mm<2> and not greater than 1200 mm<2> when the starting material feed rate is in the range from 50 to 80 g/min and
not less than 220 mm<2> and not greater than 1600 mm<2> when the starting material feed rate is in the range from 80 to 130 g/min.

Abstract (fr)
L'appareil décrit, qui sert à la fabrication de monocristaux de silicium de grand diamètre, comprend un creuset de quartz à rotation, un organe
chauffant à résistance électrique, un élément de cloisonnement de quartz comportant des trous de communication, un couvercle conservant la
chaleur, etc. La somme totale A des superficies de section transversale des trous de communication formés dans l'élément de cloisonnement est
comprise entre 80 et 100 mm2 lorsque la cadence d'amenée du matériau de départ est comprise entre 30 et 50 g/min, elle n'est pas inférieure à
130 mm2 et ne dépasse pas 1200 mm2 lorsque la cadence d'amenée du matériau de départ est comprise entre 50 et 80 g/min et elle n'est pas
inférieure à 220 mm2 et ne dépasse pas 1600 mm2 lorsque la cadence d'amenée du matériau de départ est comprise entre 80 et 130 g/min.
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